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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月1日(2014.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感光性デバイスの製造方法であって、以下：
　少なくとも一つの第１電極およびバルクヘテロ接合を有する構造体を準備する工程、こ
こで、前記バルクヘテロ接合は、少なくとも一つの第１有機光活性材料および少なくとも
一つの第２有機光活性材料を含む；
　少なくとも一種の溶媒を準備する工程;
　少なくとも前記溶媒の一部を蒸発させる工程;および
　前記構造体の少なくとも一部を、前記蒸発させた溶媒に接触させる工程、ここで、前記
蒸発させた溶媒への接触が、前記少なくとも一つの第１有機光活性材料又は第２有機光活
性材料の結晶性を増大させる、を含む。
【請求項２】
　前記構造体を熱的にアニールする工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記熱的にアニールする工程が、前記構造体の少なくとも一部を、前記蒸発させた溶媒
に接触させた後に行われる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記熱的にアニールする工程が、５０℃以上で行われる、請求項２または３に記載の方
法。
【請求項５】
　前記構造体が、前記少なくとも一つの第１有機光活性材料および前記少なくとも一つの
第２有機光活性材料を、前記少なくとも一つの第１電極上に堆積させることによって準備
される、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記堆積が、スピン製膜（spin-casting）によって行われる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記バルクヘテロ接合上に、少なくとも一つの第２電極をパターニングする工程をさら
に含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの第１電極と前記バルクヘテロ接合との間に、界面層を配置する工
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程をさらに含む、請求項５～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記バルクヘテロ接合と前記少なくとも一つの第２電極との間に、少なくとも一つの遮
断層を配置する工程をさらに含む、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記構造体が、密閉容器内で前記蒸発させた溶媒に接触させられる、請求項１～９のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記構造体が、５分から３０分の間前記蒸発させた溶媒に接触させられる、請求項１～
１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの第１有機光活性材料および前記少なくとも一つの第２有機光活性
材料が、１ａｔｍにおける沸点が７０℃以下の製膜溶媒（casting solvent）から製膜さ
れる、請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　前記製膜溶媒が、クロロホルムである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つの第１有機光活性材料および前記少なくとも一つの第２有機光活性
材料が、１ａｔｍにおける沸点が１７５℃よりも高い製膜溶媒から製膜される、請求項６
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記製膜溶媒が、１，２－ジクロロベンゼンである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも一種の溶媒が、ジクロロメタンである、請求項１～１５のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つの第１有機光活性材料が、２，４－ビス［４－（Ｎ，Ｎ－ジイソブ
チルアミノ）－２，６－ジヒドロキシフェニル］およびスクアライン（squaraine,SQ）か
ら選択される、請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つの第２有機光活性材料が、ＰＣ７０ＢＭを含む、請求項１～１７の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つの遮断層が、ＢＣＰを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項２０】
　感光性デバイス中のバルクヘテロ接合の結晶性を増大させる方法であって、ここで、前
記バルクヘテロ接合は、少なくとも一つの第１有機光活性材料および少なくとも一つの第
２有機光活性材料を含み、以下：
　前記バルクヘテロ接合の少なくとも一部を、蒸発させた溶媒に接触させる工程、ここで
、前記感光性デバイスは、前記蒸発させた溶媒に接触させない前記デバイスと比較したと
き、一以上の以下の特性を示す：
　曲線因子（ＦＦ）の増大；
　外部量子効率（ＥＱＥ）の増大；および
　電流密度（Ｊ－Ｖ）の増大、を含む。
【請求項２１】
　前記構造体を熱的にアニールする工程をさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記熱的にアニールする工程が、前記構造体の少なくとも一部を、前記蒸発させた溶媒
に接触させた後に行われる、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】



(3) JP 2013-527978 A5 2014.5.22

　前記熱的にアニールする工程が、５０℃以上で行われる、請求項２１または２２に記載
の方法
【請求項２４】
　前記構造体が、密閉容器内で前記蒸発させた溶媒に接触させられる、請求項２０～２３
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記デバイスが、５分から３０分の間前記蒸発させた溶媒に接触させられる、請求項２
０～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも一種の溶媒が、ジクロロメタンである、請求項２０～２５のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも一つの第１有機光活性材料が、２，４－ビス［４－（Ｎ，Ｎ－ジイソブ
チルアミノ）－２，６－ジヒドロキシフェニル］およびスクアライン（squaraine,SQ）か
ら選択される、請求項２０～２６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記少なくとも一つの第２有機光活性材料が、［６，６］－フェニルＣ７０ブタン酸メ
チルエステル（ＰＣ７０ＢＭ）から選択される、請求項２０～２７のいずれか１項に記載
の方法。
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